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加工案例

抛光液

产品系列
缓冲液磨料对象研磨名称对象工艺

过氧化氢二氧化硅铜Cu/Ta

前段工艺
过氧化氢二氧化硅钽Cu/Ta/TEOS

过氧化氢二氧化硅钨W

pH3-8氧化铈氧化硅SiNx

过氧化氢二氧化硅铜Cu

TSV
过氧化氢二氧化硅硅Si/Cu/Ta/TEOS

氢氧化钠/氨二氧化硅/氧化铈硅/氧化硅Si/SiN/TEOS

中性二氧化硅聚合物Cu/塑料

高锰酸钾氧化铝碳化硅SiCSiC

油基金刚石AlTiCAlTiCHDD head

Ra：0.078nm
测试范围：10×10μm

Ra：0.14nm
测试范围：10×10μm

◆抛光后(Si面) ◆抛光后(C面)

抛光结果

・抛光后表面粗糙度

(Ra Si面 0.078nm, C面0.14nm)

・碳化硅高速抛光

（Si面 2.1μｍ/h, C面 5.0μm/h）


